ELETRONICA Il - FOLHA DE COLSULTA

Departamento de Engenharia Eletrénica e de Computacédo — Poli/UFRJ

[I] Transistor Bipolar de Juncéo
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[1.1] Modos de Operacdo:

[1.1.1] Modo de Corte:

Neste modo de operagdo, todas as juncGes PN do transistor esta-
réo reversamente polarizadas. Nessa situagdo, teremos que as
correntes serdo Ic = lg =l = 0.

[1.1.2] Modo Ativo:

Neste modo de operacgdo, a jungdo base-emissor estard direta-
mente polarizada, enquanto que a juncdo base-coletor estara
reversamente polarizada. Nesse modo de operacéo, teremos que
a corrente de coletor seré dada por:

I = I - eVBE/VT
Onde a tensdo térmica é vy= 25 mV a temperatura ambiente. Os

modelos simplificados para o transistor nesse modo de operacéo
sdo apresentados a seguir, onde:
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[1.1.3] Modo de Saturacao:

Neste modo de operacdo, ambas as jun¢des do transistor bipolar
estardo diretamente polarizadas. Nessa situacdo, teremos que a
relagdo entre as correntes de base e emissor sera:

Ic < Bl

Os modelos simplificados do transistor bipolar operando no
modo de saturacdo estdo apresentados a seguir.
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[1.2] Modelos para Pequenos Sinais:

Os modelos para pequenos sinais dos transistores NPN e PNP
sd0 exatamente iguais e estdo representados a seguir. Nesses
modelos, temos que:
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Contabilizando o Efeito Early, 0 modelo de pequenos sinais do
transistor bipolar passara a ser como mostrado abaixo, onde:
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[11] Transistor de Efeito de Campo MOSFET
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[11.1] Modos de Operacéo:

[11.1.1] Modo de Corte:

Neste modo de operacdo, ndo havera canal de conducéo entre as
regides de dreno e fonte do transistor. Para isso ocorrer, devere-
mos ter que: Vi < Vg, em transistores de canal N e Vg > Vem
transistores de canal P. Lembrando que a tensdo de limiar
Vi > 0 em transistores de cana N e V,;, < 0 em transistores de
canal P. Dessa forma, nesse modo de operacédo: I, = I = 0.

[11.1.2] Modo de Triodo:

Neste modo de operacédo, temos que:

Vps < Vgs = Vin Vs > Vs — Vin

MOSFET de Canal N MOSFET de Canal P

Onde a corrente de dreno sera dada por:

w Vv
Ip = ky | (Ves = Ven)Vps = —>|  (MOSFET Canal N)

w V2
Ip = kp|Vos = Ven)Vs ——~|  (MOSFET Canal P)

[11.1.3] Modo de Saturacéo:
Neste modo de operacdo, temos que:

Vps 2 Ves = Ven Vps < Vgs = Ve
MOSFET de Canal N MOSFET de Canal P
Onde a corrente de dreno sera dada por:
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I, = EkNT (Vgs — Ven)*  (MOSFET Canal N)

1w
I, = Ekp T (Vgs — Vip)?  (MOSFET Canal P)

[11.2] Modelo para Pequenos Sinais:

Os modelos para pequenos sinais dos transistores de Canal N e P
sdo exatamente iguais e estdo representados a seguir. Nesse mo-
delo, temos que:
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Contabilizando o Efeito Early (Efeito de Modulacdo do Com-
primento de Canal), o modelo de pequenos sinais do transistor
bipolar passara a ser como mostrado abaixo, onde:

T, = m, onde A :VlA
G o—o *——oD
+
Ugs GmUgs To
o . .
S

Modelo de Pequenos Sinais com Efeito Early



